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１．概要（Summary） 

電源の研究開発トレンドは小型化であり[1]、パワーデ

バイス、これを駆動・制御する回路、負荷であるLSIとイン

ダクタやコンデンサなどのパッシブ部品を１チップに搭載

して電源の究極の小型化が実現できるパワーSupply on 

chip(SoC)が注目を集めている[2]。パワーSoC では数十

MHz 以上の高周波スイッチングが要求されており、我々

の研究グループでは高周波でのスイッチング特性に優れ

た GaN パワーデバイスと高機能化が可能な Si デバイス

の集積化が可能な３次元パワーSoC[3]を提案した。3 次

元パワーSoC 実現の一環として、GaN/Si(111)と Si(100)

基板を室温で接合し、Si(111)基板を除去するプロセスを

開発した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  原子層堆積装置 

【実験方法】 

 Si(100)基板上に CMOS の配線プロセスを想定して北

九州学術産業推進機構でプラズマ(p)-CVD(Chemical 

Vapor Deposition) SiO2 を堆積した後、NIMS で

ALD(Atomic Layer Deposition)Al2O3 を p-CVD 

SiO2/Si(100)と GaN/Si(111)上に堆積した。その後、

ALD Al2O3を接合面として SiO2/Si(100)と GaN/Si(111)

を室温で接着し、Si（１１１）を研削・研磨のより数十μm程

度まで薄層化した。最後に、広島大学及び九州工業大学

マイクロ化総合技術センターでSi(111)基板をドライエッチ

ングにより除去した。Si（１１１）基板を除去した後、九州工

業大学マイクロ化総合技術センターでダイサーを用いて

ウエハーのダイシングを行い、断面の SEM観察を行った 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ダイサーによりダイシングが正常に行えたことから、十

分な接着強度があると考えられる。 

Fig. 1 に断面の SEM 写真を示す。接着面である

ALD Al2O3にはボイド等がみられず、正常に接合できた

と考えられる。 

Fig. 1 Cross-sectional SEM image. 
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